Transistors NPN silicium

Planar épitaxiaux

NPN silicon transistors
Epitaxial planar
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- Amplification BF petits signaux
LF small signal amplification

- Commutation
Switching

Dissipation de puissance maximale
Maximum power dissipation
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Données principales

Principal features

Vceo 60 V

40-100 2N 735A
h21e
(5 mA) 80-200 2N 736,B
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0~ Le collecteur est relié au boftier
] 50 100 150 200 Collector is connected to case
Valeurs limites absolues d'utilisation & tamp=25°C
Absolute ratings (limiting values)
amb g ’
Disuuin 2N 735 [2N735A| 2N 736 |2N7368
Tension collecteur-base Vv 80 80 80 80 v
Collector-base voltage [o3:]0]
Tension collecteur-émetteur v
Collector-emitter voltage CEO 60 60 60 60 v
Tension émetteur-base
Emitter-base voltage VEBO 5 6 5 8 v
Courant collecteur
Collector current I 50 50 50 100 mA
Dissipation de puissance P
Powe;: dissipatign tot 05 05 0v5 0.5 w
Température de joncti t.
Junc‘t)iun temper,latufelon max. [ 200 200 200 200 °C
Température de stockage min t — 65 — 65 — 65 _ 65
Storage temperature max stg +200 +200 +200 +200 °oc
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